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前報では４H-SiC エピ結晶表面の低エネルギー走査電子顕微鏡（LESEM）解析、低温 KOH エ

ッチング、走査透過電子顕微鏡（STEM）解析を用い、広い領域にわたりステップ成長が阻害され

た表面欠陥が基底面転位（BPD）対に関係することを明らかにした[1]。本稿では、同様の欠陥に

ついて多方向走査透過電子顕微鏡（STEM）法を用いた詳細な解析を行った。 

Fig.1(a)に解析に用いた表面欠陥の LESEM 像を示す。SEM は日立 SU8220 を用い、入射エネル

ギー500 eV の後方散乱電子像である。Fig.1(b)は低温 KOH エッチング後の SEM 像である。Fig.1(a)

の欠陥の最上部にのみ楕円形のピットが見られ、ピット内には転移芯対が存在する。この転移芯

対を含む領域の多方向 STEM 解析を試みた。収束イオンビーム（FIB）マイクロサンプリングを

用いて転移芯部を切り出し、360 °回転可能な試料ホルダー上にセットする。まず、試料は 700 nm

の厚さまで FIB 加工し薄片試料を作製し、この薄片の STEM 観察を行う。その後、試料を 90 °

回転して FIB 加工を行い 700 nm×500 nm の柱状試料を作製し、90 °回転した方向から STEM 解

析を行う。これにより、直行した二方向からの STEM 観察が可能になる、FIB は日立 FB2200、STEM

は HD-2700 を用いた。Fig.2 に 1 回目の STEM 解析結果を示す。ピット部に BPD が存在すること

がわかる。Fig.3 に 90 °回転した方向からの STEM 解析結果を示す。Fig.2 では一本に重なって見

えていた BPD が積層欠陥を介在した拡張転位であることが明らかになった。 
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